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Memoria de programa.
  

 Puede ser de varios tipos, PROM, EPROM, EEPROM (también llamada "flash") y ROM. Todos estos tipos de memoria son de las llamadas "no volátiles", que significa que su contenido permanece incluso aunque desconectemos la alimentación. El uso de estas memorias es debido a que el microcontrolador no tiene sistemas de almacenamiento masivo (diskette, disco duro etc...), para cargar el programa en el arranque. 

   Durante la ejecución, las instrucciones del programa son leídas desde la memoria, y la unidad decodificadora de instrucciones de proceso ejecuta el código de las instrucciones.

   Esta memoria no puede ser reprogramada durante la ejecución del programa, lo que significa que el microcontrolador se dedica a ejecutar una aplicación hasta que es borrada (si es posible) y programada con un nuevo juego de instrucciones.

PROM: memoria programable (Programable ROM). Se programa eléctricamente, pero solo puede ser programada una vez. Consiste en una especie de fusibles que pueden ser quemados eléctricamente, pero no pueden ser restituidos a su estado original.

EEPROM: memoria programable y borrable eléctricamente (Electrically Erasable Programable ROM), también llamadas EAROM (Electrically Alterable Programable ROM), En este caso la memoria se puede programar y borrar eléctricamente, lo que resulta mucho más cómodo, rápido y económico que el uso de una lámpara UVA. Este tipo de memoria permite reprogramar el microcontrolador sin necesidad de extraerlo del circuito, lo que se conoce comúnmente como ISP (in-system programming).

Memorias PROM.


Aunque las memorias de tipo OTP son memorias de tipo PROM, sus tiempos de acceso suelen ser bastante altos. En competencia con los tiempos de acceso de las memorias bipolares (50 nseg.), la tecnología CMOS ha desarrollado memorias con tiempos de acceso típicos de 10 nseg, a costa de reducir de forma significativa el tamaño máximo de los circuitos.


En las memorias EPROM o OTP se puede encontrar sin problemas memorias de 1 Mbyte, mientras que los valores típicos para las memorias PROM en tecnología CMOS es de hasta 128 Kbytes.
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Además este tipo de memoria suelen disponer de biestables de salida, lo que les confiere mayor versatilidad de operación. En cuanto a los cronogramas de operación, pueden parecer más complicados que las UVPROM, pero sólo es apariencia.
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El hecho de disponer de biestables de salida permiten elegir entre un modo de operación síncrono o asíncrono de la memoria.


En modo asíncrono el funcionamiento es igual que para las memorias UVPROM. Al poner una dirección en las líneas A0-A10, la línea de habilitación E a nivel bajo, y después de un tiempo de acceso a memoria, los datos transferidos al registro de salida. Tras el pulso CP estos datos aparecen en las salidas D0-D7.


En modo síncrono las salidas se encuentran en alta impedancia tras la primera transición de la señal CP que sigue a la puesta en alto de la señal de habilitación E. Entonces, si E se pone a nivel bajo, el primer flanco positivo de la señal CP pone en las salida D0-D7 los datos diseccionados por las líneas A0-A10.

PROM borrables eléctricamente o EEPROM.


Estas memorias se presentan, en cuanto a la organización y asignación de patillas, como la UVPROM cuando están organizadas en palabras de 8 bits. Se programan de forma casi idéntica pero tienen la posibilidad de ser borradas eléctricamente. Esta característica permite que puedan ser programadas y borradas “en el circuito”.


Encontramos este tipo de memorias en aquellas aplicaciones en las que el usuario necesita almacenar de forma permanente algún tipo de información; por ejemplo en los receptores de TV o magnetoscopios para memorizar los ajustes o los canales de recepción.


Debido a que la celda elemental de este tipo de memorias es más complicada que sus equivalentes en EPROM o PROM (y por ello bastante más cara), este tipo de memoria no dispone en el mercado de una variedad tan amplia, y es habitual tener que acudir a fabricantes especializados en las mismas (Ej. Xicor).


En cuanto a la forma de referenciar los circuitos, estas memorias suelen comenzar con el prefijo 28, de forma que la 2864 indica una memoria EEPROM de 64Kbytes, equivalente en cuanto a patillaje y modo de operación de lectura a la UVPROM 2764.


Una ventaja adicional de este tipo de memorias radica en que no necesitan de una alta tensión de grabado, sirven los 5 voltios de la tensión de alimentación habitual.



Sea paralelo a EEPROM

Atmel es el fabricante del MUNDO #1 de los productos paralelos de EEPROM. Estos productos son los miembros altamente flexibles de nuestra familia permanente de la memoria del almacenaje de datos. El EEPROM paralelo permite al usuario o el uso poner al día los datos almacenados, el octeto-por-octeto o el sector completo mientras que proporciona ventajas de la confiabilidad de la alta retención de programación de la resistencia y de los datos y de la sincronización más rápidamente leída que protocola la interfaz en serie. 


Atmel proporciona una selección completa de las densidades (16K a Mb 4), de los voltajes de funcionamiento, y de los paquetes del dispositivo. El voltaje de la batería de Atmel (2,7), la baja tensión (3,0) y EEPROMs paralelo de cinco voltios se utilizan extensivamente a través de un amplio espectro de productos incluyendo telecomunicaciones, aeroelectrónica y usos militares. Atmel ofrece a único 4-Mb del mundo EEPROM monolítico, que se utiliza en usos militares y comerciales de la aeroelectrónica.



Sea paralelo a EEPROM - Descripción Del Producto 
ALMACENAJE de DATOS Permanente: EEPROM PARALELO
MERCADO DEL ALMACENAJE DE DATOS DEL NANOVOLTIO 

Desde 1998, ha habido un cambio en demanda de EEPROM de paralelo a la interfaz en serie. El mega-volumen, los usos comprimidos precio (eg. teléfonos móviles) ha emigrado a los productos del flash de EEPROM serial y de la interfaz en serie generalmente debido a su huella más pequeña y estructura de tasación más barata. 


Esta cambio se ha estabilizado, rindiendo una mezcla de los requisitos de almacenaje de datos que son satisfechos por el EEPROM paralelo, que ofrece flexibilidad de programación, alta resistencia, y una transferencia de datos comparitively más rápida a la conmutación de la red de la ventaja, al motor/al control industrial, y a los usos Telecom. 

REQUISITOS DE ALMACENAJE DE DATOS DEL NANOVOLTIO
Flexibilidad Y Denominaciones Pequeñas 

El almacenaje de datos del nanovoltio es las actividades bancarias de porciones relativamente pequeñas de información (que se extiende de solo octeto hasta una página). Los sistemas que almacén y los códigos de la autentificación de la referencia y realizan el registró del acontecimiento del error requieren el EEPROM permitir estas actualizaciones de la denominación pequeña durante la ejecución. 


El AT28C010 el paralelo EEPROM de 1 megabit tiene la flexibilidad de realizar las actualizaciones que se extienden de un solo octeto a una página llena de datos en un solo ciclo (contra la restricción de la pagina-solamente propuesta por el dispositivo de la interfaz en serie) sin tener que emplear los gastos indirectos del software, código que sombrea o terminar reescritura de block/page. 

Velocidad De Transferencia De Datos 

Cosechadora con las actualizaciones tamaño pequeño la necesidad de la memoria de entregar los datos almacenados al sistema operativo rápidamente para evitar conflictos o esperar-estados en la ejecución de funciones tales como conmutación del control de motor o de la dirección de red. 


Una interfaz en serie requiere una serie de ciclos de reloj antes de que los datos puedan estar disponibles para una operación leída, mientras que la interfaz paralela emplea salidas y los pernos independientes de la dirección para presentar datos. El período entre la viruta selecta a la salida válida de un octeto es el 400% más rápido con la interfaz paralela cuando está comparado al solo perno de la salida del dispositivo serial con una frecuencia de reloj > 10 megaciclos. 


Usos más rápidos de la conmutación se requieren con la explosión de los archivos ricos contentos que fluyen sobre redes. Estos interruptores utilizarán el EEPROM paralelo para entregar rápidamente el estado del encaminamiento de los bloques de los datos que son transmitidos. 
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Retención De la Resistencia Y De los Datos De la Confiabilidad 

Con frecuencia la puesta al día del banco de la información es un requisito crítico algunos del usos de la tarjeta de la red e industriales los controles En cada vez que una autentificación falla, un error la conmutación o un cambio en valor de referencia ocurre, el sistema puede registrar esta información, que se compara a un alto ciclo de la actualización para el dispositivo de memoria. 


Los monitores del En-proceso y los informes de prueba en curso de la confiabilidad demuestran que el Atmel EEPROM paralelo proporciona más de 10 5 ciclos de programación en los extremos de la temperatura y del voltaje. Es importante observar que la mayoría de las soluciones del almacenaje de datos especifican resistencia ' típica ' en las condiciones relativamente benignas de la temperatura ambiente y del colmo Vcc. 


La retención de los datos excede 50 años de acuerdo con modelos de la confiabilidad. Los diseños paralelos de Atmel EEPROM emplean el trazado de circuito de la corrección de error (ECC) en concierto con la generación de pedacito de paridad en el AT28C010 para proporcionar el aseguramiento más grande contra la ocurrencia de las solas faltas del pedacito sobre el rango de operación completo. 


EPROMs paralelo ha experimentado variaciones en demanda y ha colocado sobre una colección sólida, más lenta del crecimiento de los usos del almacenaje y de la medición de la red que requieren flexibilidad de programación del octeto, una transferencia de datos más rápida, y aseguramiento contra sola falta del pedacito. La comisión de Atmel es continuar su plomo en la fuente de estos productos y características. 

INTRODUCCION


Una de las partes más importantes de los sistemas digitales es la dedicada a almacenar las informaciones que está tratando el sistema. Esta es la tarea de las memorias: Dispositivos que son capaces de proveer el medio físico para almacenar esta información.


Y aunque esta es su tarea fundamental (más del 90 % de las memorias se dedican a este fin) también se pueden utilizar para la implementación de circuitos combinacionales y pueden sustituir la mayor parte de la lógica de un sistema.

Podemos considerar una memoria como un conjunto de M registros de N bits cada uno de ellos. Estos registros ocupan las posiciones desde el valor 0 hasta M-1. Para acceder a cada registro es necesaria una lógica de selección. En general, para cada registro se pueden realizar procesos de lectura y de escritura. Para realizar todas estas operaciones son necesarios los siguientes terminales:


• Terminales de datos (de entrada y de salida). 


• Terminales de direcciones. 


• Terminales de control. Son los que permiten especificar si se desea realizar una operación de escritura o de lectura, seleccionar el dispositivo.


• /CS (Chip select): Es el terminal de selección de chip (habitualmente es activo con nivel bajo).


Memoria programable y borrable eléctricamente EEPROM, con esta memoria resulta mucho más cómodo, rápido y económico que el uso de una lámpara UVA. Este tipo de memoria permite reprogramar el microcontrolador sin necesidad de extraerlo del circuito, lo que se conoce comúnmente como ISP (in-system programming).

CONCLUSION

La memoria del tipo EEPROM - Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, es algo así como memoria de solo lectura programable y borrable de forma eléctrica, lo que significa que una vez que se le quita la corriente eléctrica mantiene la información de forma indefinida y además puede reprogramarse borrando su contenido de forma eléctrica. Esto es una ventaja frente a las memorias EPROM que se deben borrar con luz ultravioleta.
